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  荷兰物理学家首次在室温条件下将自旋极化电子注入硅中。研究人员将电子分别注入p型和n型硅中

并测试其极化维持时间。这次突破推进了高能效电子，即自旋电子器件的发展。传统的电子利用电荷和

迁移，而自旋电子利用电子的自旋特性。磁性材料中自旋的方向可以用来存贮1、0信息，而将这种信息

传输到半导体中，让信息可以在新的自旋电子器件中得以处理却是研究的挑战。为了有效交换信息，研

究人员在磁性材料和半导体之间插入一层超薄氧化铝层，厚度小于1纳米。研究人员发现自旋子可以旋

进至几百纳米深，这足以操控纳米自旋电子元件。研究将进一步研发新的电子元件及电路并使用这些进

展控制自旋子。 

   

   

  相关研究论文： 

  http://www.nature.com/nature/journal/v462/n7272/full/462419a.html  

  摘译自：http://physicsworld.com/cws/article/news/41071 
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